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Wechselstrom-MeBwerte, tomp = 25°C, —Uce =6V, —Ilc = 0,5 mA
Mischstufe in Emitterschaltung, f — 2 MHz
Eingangsleitwert  yie = gie + j0Cie Jie 1,25 05..285 mS
Ausgang kurzgeschlossen
wCje 1,75 05..38 mS
Eingangswiderstand L 08 035..2 kQ
Ausgang kurzgeschlossen gie
Eingangskapazitat Cie 140 40..300 pF
Riicksteilheit Yre = Ore T j0Cre Ure 20 8,35...50 us
wCre 94 56..126 uS
Riuckwirkungswiderstand 1 50 20..120 kQ
Jre
Ruckwirkungskapazitéat Cre 7,5 45..10 pF
Vorwartssteilheit Yie = Yfe - €lPfe Ye ¢ 16 12..18,5 mA/V
Ffe —26 °
Ausgangsleitwert yge = goe + jwCoe Yoe 71,1 33..143 uS
Eingang kurzgeschlossen
WCoe 239 163..315 S
Ausgangswiderstand 1 14 7..25 kQ
Yoe
Ausgangskapazitat Coe 19 13..25 pF
Ausgang kurzgeschlossen
Basiswiderstand rBb 120 < 200 @
By-Frequenz g3 11 > 55 MHz
%) f3,-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstarkungsfaktors in
Emitterschaltung f gleich 1 geworden ist.
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Wechselstrom-MeBwerte, tom, = 25°C, ~Uce =6V, —Ic = 0,5 mA
ZF-Verstdrker in Emitterschaltung, ZF = 470 kHz
Eingangsleitwert Yie = Gie T j0Cie Qie 0,4 0,28..1,4 mS
Ausgang kurzgeschlossen '
wCie 0,44 015..088 mS
Eingangswiderstand ] 07..35 kQ
Ausgang kurzgeschlossen gie
Eingangskapazitéat Cie 150 50..300 pF
Ricksteilheit Yre = Ore + j0cCre Ure 1,45 0,77 ...3,34 uS
wCre 235 16...29 uS
Rickwirkungswiderstand 1 07 03..1,3 MQ
Jre
Rickwirkungskapazitat Cre 8 55..10 pF
Vorwdrtssteilheit Yie = Yie - eiPfe Yfe 16,5 14..19 mA/Y
Ffe 77f5 °©
Ausgangsleitwert yoe = goe + jwCoe Joe 14,3 83..33 uS
Eingang kurzgeschlossen
»Coe 61,5 44 ... 88 usS
Ausgangswiderstand 1 70 30...120 k@
Eingang kurzgeschlossen Goe
Ausgangskapazitat Coe 21 15..30 pF
Eingang kurzgeschlossen
Basiswiderstand IBb 100 < 170 Q
py-Frequenz fa9) 9 > 35 MHz
1) fm-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstarkungsfaktors in
Emitterschaltung  gleich 1 geworden ist.
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Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uceo

bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck

bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo

bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Uego

bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E

tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur ti
Kennzeichen

12

20

20

30

75

mW

°C

Die fiir Mischstufen besonders geeigneten AF 101 sind mit einem weifien Punkt ge-

kennzeichnet.

Die fir ZF-Verstirker besonders geeigneten AF 101 sind mit Farbpunkten nach den

Werten fiir den Eingangswiderstand i gekennzeichnet.
e

orange J . 07 .. 1,25 kQ
Gie

blau 12 1252 ke
Jie

violeh 1 = 2 .35 ka

ie
max. Abmessungen

Farbpunkt ﬂ??‘—’.—
Jie

Farbpunkt fir Collector
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a
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Lm | 40 A—I ‘

Gewicht: max.1g
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